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Abstract of DE1 971 3495 

The method involves activating an integrated circuit with a test pulse pattern and detecting the parallel 
capacitance (CS) at the supply ports after switching off the supply voltage. The voltage reduction after 
a specified time following switch-off is compared with an externally specified permissible voltage 
reduction. The comparison can take place in a differential amplifier, with the sign of the difference 
corresponding to pass or fail. Alternatively, the comparison can be achieved using different charging of 
the two internal nodes of a flip-flop (FF), which is connected to the supply voltage at a definite 
comparison time, to give a direct digital indication of the test outcome. 
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(§) Verfahreri uod Schaltungsanordnung zum Testen von integrierten Festkorperschaltkreisen 

(57) Zum vereinfachten Prufen von integrierten logischen 

CMOS-Schaltkreisen auf Herstellungsfehler wird ein Ver- 

fahren mft zugehoriger Schaltungsanordnung angege- 

ben, das eine Weiterentwicklung des iQDQ-Tests darstellt. 

Die Prufschaltung kann einerseits aufjedem Chip, inte- 

griert werden, ahderersei.ts Bestandteil einer. Prufeinrichr 

tung, wie z. B. einer Nadelkarte oder einer Adaptervor- 

richtung zur Obertragung optischer und elektrischer.Si- 

gnale sein. Die bei Anlegen der Prufmuster an die logi- 
schen Eingahge hach Abschalten der Versorgu ngsspan- 

nuhg durch den Fehlstrom verursachte, nach einer spezi- 

fizierten Zeit an der am Schaltkreis vorhandenen Kapazi- 

tat entstandene Spannungsabsehkung yvird mittels eines 

Differenzverstarkers oder eines Flipf lops mit einer v.on a u- 

Ben vorgegebenen spezifizierten zulassigen Absenkung 
■ verglichen. Das Ausgangssignal enthalt die "gut"* bzw." 
, . "schlechfMnformation. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Schaltungs- 
anordnung zum * vereinfachten Priifen von integrierten 
Schaltungen, insbesondere von CMOS-Logik-Schaltkrei- 
sen, auf Herstellungsfehler. 

Mit steigendem Integrationsgrad der logischen Schaltun- 
gen nimmt der Prufaufwand zu und wird zu einem erhebli- 
chen Kostenfaktor. Deshalb versucht man unter Anwendung 
von Fehlermodellen wie dem Haflfehlermodell, die Zahl der 
Priifschritte auf diejenigen zu reduzieren, die insgesamt zur 
Aufdeckung aller nach dem Modell moglichen Fehler ge- 
rade ausreichen. Das Haftfehlermodell berucksichtigt aber 
nicht die besonders bei Mehrlagenmetallisierung haufigen 
Fehlerfalle von Kurzschlussen zwischen Signalleitungen 
oder Unterbrechungen in diesen. Urn deshalb nicht zu we- 
sentlich aufwendigeren Fehlermodellen mit daraus resultie- 
renden wesentlich komplexeren Prufprogrammen uberge- 
hen zu mussen, wurde fur die am Weitesten verbreiteten 
CMOS-Schaltungen der sogenannte IoDQ-Test eingefiihrt 
(z. B. Hawkins C., Soden J.: Electrical Characteristics and 
Testing Considerations for Gate Oxid Shorts in CMOS 
VLSI, Proc. IEEE Intern. Test Conf., 1985, pp 544-554). 
" Fehlerfreie Standard-CMOS -Schaltkreise nehmen im Ru- 
hezustand nur einen geringen Leckstrom auf, der Strom Idd 
aus der ppsitiven Versorgungsspannung V DD ist demnach 
sehr klein. Besteht aber z. B. durch einen zufalligen Fehler 
in der Produktion zwischen zwei Signalleitungen ein Kurz- 
schluB, und die speisenden Schaltkreise wollen gerade kom- 
plementare Ausgangs sigh ale erzeugen, ergibt sich ein nur 
durch- den Serienwiderstand der betroffenen Transistoren 
begrenzter erheblicher StromfiuB. Ahnliche Situationen 
konnen z. B. auch eintreten, wenn Gattereingange durch 
Leitungsunterbrechung potentialmaBig nicht definiert sind. 
ErfahrungsgemaB genugen relativ wenige Priifschritte, um 
alle solche moglichen Fehler durch erhohte Stromaufnahme 
sichtbar werden zu lassen. Die Testzeit wird allerdings trotz- 
dem relativ lang, weil nach Anlegen neuer Eingangspruf mu- 
ster das Abklingen aller transienter- Vorgange abgewartet 
werden muB, bevor der Ruhestrom ermittelt werden. kann. 
Noch gravierender schlagt die MeBzeit selbst zu Buche, weil 
zur Aufdeckung hochohmigerer Defekte u. U. Strome im 
Nanoamperebereich gemessen werden mussen. Strommes- 
sungen verlangen stets,. daB sich eine detektierbare Span- 
nungsdifTerenz zwischen den beiden Anschlussen des Am- 
peremeters ausbildet. Wegen der Eigenkapazitat zwischen 
den Spannungsanschlussen der integrierten Schaltung und 
der zusatzlichen Kapazitaten des Testaufbaus, geschieht 
dies relativ sehr langsam, d. h. im Bereich von Millisekun- 
den, verglichen mit z. B. 10 Nanosekunden Signalverarbei- 
tung im Schaltkreis. Eine nach Keating (Keating M., Meyer 
D.: A New Approach to Dynamic I DD Testing, Proc. IEEE 
Intern. Test Conf., 1987, pp 316-321) benannte Methode 
nutzt die Eigenkapazitat der integrierten Schaltung zwi- 
schen den Spannungsanschlussen, indem nach Abklingen 
der Transienten die Versorgungsspannung tiber einen Sch al- 
ter abgetrennt wird, und die Zeit gemessen wird, bis die Ei- 
genkapazitat z. B . um 500 mV entladen ist. Diese Zeit ist ein 
reziprokes MaB fur die Stromaufnahme der Schaltung in 
dem vorher eingepragten logischen Zus tand. 

In der Praxis ist die MeBzeiterspamis weiterhin begrenzt 
durch Kapazitaten der Zuleitung zum Voltmeter des Testsy- 
stems. Auch muB die MeBspannung, bei der die Entladezeit 
ermittelt wird, aufgrund der Storeinflusse relativ hoch ge- 
wahlt werden. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Verfahrensweise und 
eine Schaltungsanordnung anzugeben, die die angebenen 
Nachteile erheblich mindert, die Spannungsmessung um- 
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geht und statt dessen eine direkte digitale Aussage liber das 
Bestehen bzw. Nichtbestehen des Testes macht Dieses Ver- 
fahren ist auch besonders geeignet fur einen .beruhrungsar- 
men bzw. beruhrungsfreien Test der Schaltkreise bereits auf 
dem Wafer. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daB 
moglichst nahe am Priifobjekt die nach Abschalten der Ver- 
sorgungsspannung durch den Fehlstrom der Schaltung nach 
einer spezifizierten Zeit an der am Schaltkreis vorhandenen 
Kapazitat Cp entstandene Spannungsabsenkung mit einer 
von auBen vorgegebenen spezifizierten zulassigen Absen- 
kung verglichen wird. Der Vergleich erfolgt entweder iiber 
einen Differenzverstarker, wbbei den Vorzeichen der Diffe- 
renz die Aussage M bestanden M bzw. "nicht bestanden" zuge- 
ordnet wird, oder - besonders vorteilhaft - tiber die unter- 
schiedliche Vorladung der beiden internen Knoten eines zu- 
nachst noch von der Versorgungsspannung getrennten Flip- 
Flops, das im definierten . Vergleichszeitpunkt wieder an 
diese angelegt wird und damit in die durch die Knotenspan- 
nungsdifferenz vorgegebene Vorzugslage fallt (vergl. z. B. 
IBM Techn. Disclos. Bulletin Vol. 14, No. 2, p. 636, July 
1971). Im letzteren Fall entsteht direkt eine digitale Aussage 
(1 oder 0) iiber das Bestehen des Tests. 

Eine solche Priifeinheit kann entweder separat moglichst 
in der Nahe des Testobjektes (z. B. auf der Nadelkarte) an- 
gebracht werden oder wegen ihrer sehr geringen Komplexi- 
tat auf jedem Chip mit integriert werden, ohne nennenswert 
die Gesamtausbeute zu beeintrachtigen bzw. die Chipflache 
zu erhohen ("Design for Testability"). Damit werden unno- 
tige, die Prufzeit verlangernde Kapazitaten vermieden, und 
Storeinflusse klein gehalten, so daB bereits sehr geringe 
durch Fenlstrome verursachte Spannungsabfalle ausgewer- 
tet werden konnen, was wiederum die Prufzeit verkurzt. Le- 
diglich der Schalter in der Stronizufuhrungsleitung muB re- 
lativ niederohmig. sein und bedarf entsprechender Flache. 
Hierfur kann aber z.B. die Verschnittflache zwischen den 
Chips auf dem Wafer genutzt werden. Uberdies ist auch ein 
erheblicher dynamischer Spannungsabf all tiber dein Schal- 
ter nicht so storend wie man vermutet, wenn nur geniigend 
Einschwingzeit nachNeuanlegen logischer Eingangssignale 
erlaubt wird (LaquaiB., Richter, H., Werkmann, H.: private 
Mitteilung). Dieser Verlust an Testgeschwindigkeit ist i.d.R. 
viel geringer als der Gewinn durch die kompakte Anord- 
nung aller relevanten Teile auf dem Chip. 

Die Erfindung soli beispielhaft an zwei Schaltungsaus- 
mhrungen in Fig; 1 und Fig. 2 erlautert werden. 
Es zeigt: 

Fig. 1 den. wesentlichen Teil einer erfihdungsgemaBen 
Schaltungsanordnung fur eine Ausfuhrung in CMOS -Tech- 
nologie, mit deren Umsetzung das Testverfahren durchge- 
fuhrt werden kann; , 

Fig. 2 eine im wesentlichen der in Fig. 1 gezeigten ahnli- 
che Schaltungsanordnung, bei der die von auBen vorgege- 
bene spezifizierte zulassige Spannungsabsenkung durch 
eine Parallelschaltung eines. Kondensators .mit einer in be- 
stimmter Weise beleuchteten Photodiode erzielt wird. 

GemaB Fig. 1 erfolgt die Spannungsversorgung wahrend 
des Tests aus (V DD *). An den Eingangen (A), (B) und (C) 
liegt zunachst das Signal der logischen 0 (Erdpotential), so 
daB die Transistoren (TO, (T 3 ) und (T 4 ) eingeschaltet sind, 
jedoch (T 5 ) sich im Auszustand befindet. Der linke Flip- 
Flop-Knoten wird auf (V DD ) auf geladen, wahrend der rechte 
eine uber den Eingang (R) zugefuhrte Referenzspannung, 
z. B. eine um U k = 100 mV geringere Spannung als (V DD *), 
annimmt. Nach dem internen Einschwingen der neu an den 
' Schaltkreis angelegten Eingangssignale wird (A) auf die lo- 
gische 1 geschaltet, so daB das Netz (x) von (V DD *) abge- 
trennt wird. Abhangig von der GroBe des Leck-(Fehl-)st.ro- 
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mes (I L ) wird nun die dem Chip eigene Kapazitat (C 3 ) entla- 
den, so daB das Potential von (x) absinkt. Als das Testkrite- 
rium fiir "gut" gilt, daB nach einer definierten Zeit ^ die 
Spannung urn weniger als ein definierter Wert Uk abgesun- 
ken ist. Nach dem Ablauf der Zeit wird Eingang (C) auf 5 
die logische 1 gebracht und damit werden (T 3 ) und (T 4 ) aus- 
geschaltet. Sofort darauf wird Eingang (B) auf die logische 
1 gebracht und damit das Flip-Hop eingeschaltet. Es fallt in 
die durch die urspriingliche Differenz der Knotenspannun- 
gen vorgegebene Lage, d. h,, war der Schaltkreis "gut" und 10 
damit der linke Knoten positiver als der rechte^ fallt das Po- 
tential am rechten Knoten auf das der logischen 0, und Aus- 
gang (T) meldet Fehlerfreiheit mit logischer 1. Umgekehrt 
indiziert eine logische 0 am Ausgang (T) (TVR1) einen 
Schaltkxeisfehler gemaB Spezifikation. Der am linken Rip- 15 
Hop-Knoten angeschlossene Inverter (IVR2) hat keine di- 
rekte Funktion; er soil lediglich die* Symmetrie der Flip- 
Hop-Lasten sicherstelleh. 

Bei gutem Gleichlauf der Transistoren (T 8 ) und (T 9 ) kann 
das Referenzsignal sehr klein gewahlt und damit die 20 
Testzeit verkurzt werden. Dies ist besonders der Fall, wenn 
die Schaltung direkt auf jedem Chip zusatzlich integriert ist, 
weil dort guter Gleichlauf garantiert ist, und auch der Stor- 
pegel am geringsten wird. Der letztere kann dann noch wei- 
ter reduziert werden, indem das Referenzsiggnal iiber eihe 25 
durch ein Lichtsignal gesteuerte Photodiode (PD) direkt auf 
dem Chip erzeugt wird. Eine entsprechende Schaltungser- 
ganzung ist in Fig. 2 gezeigt. Hier wird nach Urnschalten 
des Einganges (A) von 0 nach 1, also nach Abtrennen der 
Versorgungsspannung vom Netz mit einem iiber Glasfaser 30 
aus einem gesteuerten Laser zugefuhrten Lichtblitz passen- 
der Intensitat und Lange die Kapazitat (Q) durch den Photo- 
strom (Iph) um die gewijnschte Spannung. Uk entladen. (C r ) 
kann z. B. schon durch die relativ girofie Sperrschichtkapazi- 
tat der Photodiode dargestellt werden. Der restliche Test 35 
lauft wie mit Fig. 1 beschrieben ab. 

Die als Dioden hintereinaridergeschalteten in FluBrich- 
tung gepolten Transistoren (T 10 ) und (T n ) sichern bei Vor-. 
liegen eines Kurzschlusses ab, daB die am Schaltkreis anlie- . 
gende Spannung nicht total zusammenbricht und so noch 40 
weitere Priifungen zur spezifischen Fehlersuche durchfuhr- 
barsind. 

. Bezugszeichenliste 

45 

Fig.l:. 

DUT IC-Schaltung unter Testbedingungen C s Kapazitat des 
Chip V 

1. .6 logische Eingange ; 

Ix Leckstrom .50 

FF Flip-Flop 

AEmgangfurSteuersignalzumSchalterTi . - 
B Eingang fur Steuersignal zum Schalter T5 
C Eingang fur Steuersignal zu den Schaltem T 3 , T 4 
R Eingang fiir Referenzspannung , 55 

T Ausgang fur Ergebnissignal der Prufung 
. x Schaltungsknoten/Teilschaltungsbereich 
y Teilschaltungsbereich 
Ti p-Kanal-Transistor/Schalter 

T 3 p-Kanal-Transistor/Schalter 60 
T 4 p-Kanal-Transistor/Schalter 
Tfi p-Kanal-TransistorATeil des Flip-Flop 
. T 7 p-Kanal-TransistorATeil des Flip-Hop 
T10 p-Kanal-Transistor als Diode geschaltet 
Tn p-Kanal-Transistor als Diode geschaltet 65 
T 5 n-Kanal-Transistor/Schalter - ' ■ 

T 8 n-Kanal-Transistor/Teil des Flip-Rop . 
T 9 n-Kanal-Transistor/Teil des Flip-Flop . . 



V DD * B etriebsspannungsanschlufi/B etriebsspannung 

V DD Betriebsspannung des Chip; V D d* minus Torspannung 

des Transitors Ti 

IVR1 Inverter fiir Ausgang T 

IVR2 Inverter aus Symmetriegriinden, funktionslos, 
Fig. 2: 

DUT IC-Schaltung unter Testbedingungen 
Cj, Kapazitat des Chip 1. .6 logische Eingange 
Ii Leckstrom 
FFFlip-Flop 

A Eingang fiir Steuersignal zu den Schaitem T x , T 2 

B Eingang fur Steuersignal zum Schalter T 5 

C Eingang fur Steuersignal zu deh Schaltem T 3 , T 4 

T Ausgang fur Ergebnissignal der Prufung 

xSchaltungsknoten/Teilschaltungsl?ereich 

y Teilschaltungsbereich 

T x p-Kanal-Transistor/Schalter 

T 2 p-Kanal-Transistor/Schalter 

T 3 p-Kanal-Transistor/Schalter 

T 4 p-Kanal-Transistor/Schalter 

Tg p-Kanal-Transistor/Teil des Flip-Hop 

T 7 p-Kanal-Transistor/Teil des Flip-Hop 

Tio p-Kanal-Transistor als Diode geschaltet 

Tn p-Kahal-Transistor als Diode geschaltet 

T5 n-Kanal-Transistor/Schalter 

T 8 n-Kanal-Transistor/Teil des Flip-Hop 

T 9 n-Kanal-Transistor/Teil des Flip-Hop 

Vdd* BeuiebsspannungsanschluB/Betriebsspannung 

V DD Betriebsspannung des Chip;- Vdd* rninus Torspannung 

des Transitors Ti 

PD Photodiode 

I p h Photos trom 

Q- Referenzkapazitat 

IVR1 Inverter fiir Ausgang T 

IVR2 Inverter aus. Symmetriegrunden, funktionslos 

Patentanspriiche. 

1. Verfahren und Schaltungsanordnung zum rationel- 
. len Prufen von integrierten (BI)CMOS-Schaltkreisen 
auf Fabrikationsfehler, die mit dem Einpragen be- 
stimmter Testimpulsmustef aktiviert werden. und sich 
in erhohter Stromaufhahme offenbaren, die nach dem 
Abschalten der Versorgungsspannung durch die absin- 
kende Spannung iiber den Versorgungsanschliissen der 
Schaltungsteile und der dort vorhandenen Parallelka- 
pazitat erkannt wird, da durch gekennzeichnet, daB 
moglichst nahe am Priifobjekt die nach Abschalten der 
Versorgungsspannung durch den .Fehlstrom der Schal- 
tung nach einer spezifizierten Zeit an der am Schalt- 
kreis vorhandenen Kapazitat (C 8 ) entstandene Span- 
nungsabsenkung mit einer von auBen vorgegebenen 
spezifizierten zulassigen Absenkung verglichen wird, 
daB der Vergleich entweder iiber einen DifFerenzver- 
starker erfolgt, wobei den Vorzeichen der Differenz die ! 
Aussage "bestanden" oder "nicht bestanden" zugeord- 
net ist, oder iiber die unterschiedliche Vorladung der 
beiden intemen Knoten eines zunachst noch von der 
Versorgungsspannung getrennten Flip-Hops, das im 
definierten Vergleichszeitpunkt wieder an diese ange- 
legt wird und damit in die durch die Knotenspannungs- ; 
differenz vorgegebene Vorzugslage fallt, wodurch di- 
rekt eine digitale Aussage (1 oder 0) iiber das Bestehen j 
des Tests entsteht. 
. 2. Verfahren und Schaltungsanordnung nach An- j 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die von auBen \ 
vorgegebene speziflzierte zulassige Spannungsabsen- \ 
kung durch eine in den Referenzteii der Schaltungsan- \ 
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ordnung integrierte Kapazitat (Q), die ursprunglich 
iiber einen Schalter (A) auf die Versorgungsspannung 
des zu priifenden Schaltkxeises aufgeladen ist und nach 
Abtrennen durch eitie geeignete Vonichtung teilweise 
so weit entladen wird, daB die spezifizierte Referenz- 5 
spannung entsteht. 

3. Verfahren und Schaltxmgsanordnung nach An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB das die Kapazi- . 
tat (C r ) entladende Element ein Hchtempfindliches 
Bauelement ist, daB z. B. iiber eine Glasfaser mit einer 10 
gesteuerten Lichtquelle gekoppelt ist, z. B. mit einem 
Laser, und wobei ein Lichtblitz passender Intensitat 
und Lange der zugehorigen Kapazitat (Q) die notige . 
Ladungsmenge entzieht. 

4. Verfahren und Schaltungsanordnung nach An- 15 
spruch 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daB (Q.) 
durch die Eigenkapazitat des lichtempfindliche Bauele- 
mentes realisiert wird. 

5. Verfahren und Schaltungsanordnung nach An- 
spruch 2, dadurch gegekennzeichnet, daB fur die Span- 20 
nungsabsenkung an (Q) eine weitere Kapazitat passen- 
der GroBe .und Vorladung parallel zugeschaltet wird. 

6. Verfahren und Schaltungsanordnung nach An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB fur die Span- 
nungsabsenkung an (Cr) ein geeigneter Widerstand f iir 25 
eine passende Zeit parallel zugeschaltet wird. 

7. Verfahren und Schaltungsanordnung nach An- 
spruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die spezi- 
fizierte Zeit, nach der der Spannungsvergleich vorge- 
nommen wird oder die Referenzspannung, von Test- 30 
schritt zu Testschritt in Abhangigkeit von Eirigangs- 
prufrnustem und/oder zu priifenden Schaltungsvarian- 
ten verandert wird. ; 

8. Verfahren und Schaltungsanordnung nach den An- 
spriichen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die 35 . 
Schaltungsanordnung integriert ausgefuhrt auf jedem 
der zu testenden Chips als Testhilfe vorhanden ist. 

9. Verfahren und Schaltungsanordnung riach den An- 
spriichen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Prii- 

f ung mit einer an sich bekannten Nadelkarte oder einer 40 
bereits vorgeschlagenen Adaptervorrichtung fur die 
Ubertragung elektrischer und optischer Signale vorge- 
nommen wird, wofur ein Teil der Schaltungseingange, 
z. B. die fur die logischen Signale als photo-elektrische 
Schalter ausgebildet sind. . 45 

10. Verfahren und Schaltungsanordnung nach den An- 
spriichen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet^ daB die Prii- 
fung in Verbindung rnit einer bereits vorgeschlagenen 
zentralen Betriebsspannungsversorgung, bei der von 
am Scheibenrand der Halbleiterscheibe positionierten 50 
Kohtaktierinseln zu jeden Chip Stromversorgungslei- 
tungen hinfuhren, beriihrungsfrei erfolgt, wobei das 
Einpragen der Emganjgsprufmuster, das An- und Ab- 
schalten der einzelnen Schaltungsanordnung wahrend 
des Prufzyklus von der Betriebsspannungsversorgung 55 
und die Ubertragung der sonstigen Signale zur Prufung 
auf opto-elektrischem Weg iiber integrierte Fotoschal- 
ter vorgenommen wird und das Auslesen des Tester- 
gebnisses unter Verwendung elektrooptischer Kristalle 
erfolgt. 60 

11. Verfahren und Schaltungsanordnung nach den An- 
spriichen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schaltungsanordnung integriert Bestandteil einer Prii- 
feinrichtung ist. 

12. Verfahren und Schaltungsanordnung nach An- 65 
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB die Priifein- 
richtung eine Adaptervorrichtung zur "Obertragung . 
elektrischer Signale, z. B. eine Nadelkarte ist. 



13. Verfahren und Schaltungsanordnung nach An- 
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB die Priifein- 
richtung eine Adaptervorrichtung zur Ubertragung 
elektrischer und optischer Signale ist, wobei ein Teil 
der zum Priifen benotigten elektrischen Signale, z. B. 
die Prufmuster auf opto-elektrischem Weg iiber in die 
zu priifenden Schaltungen, bzw. Schaltungsteile inte- 
grierte Photoschalter generiert werden. 

14. Verfahren und Schaltungsanordnung nach An- 
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB die Priifein- 
richtung zum beriihrungsfreien Priifen in Verbindung 
rnit einer bereits vorgeschlagenen zentralen Betriebs- 
spannungsversorgung, bei der von am Scheibenrand 
der Halbleiterscheibe positionierten Kontaktierinseln 
zu jedem Chip Stromversorgungsleitungen hinfuhren, 
eingerichtet ist, wobei das Einpragen der Eingangs- 
prufmuster und- das An- und Abschalten der einzelnen 
zu priifenden Schaltungsanordnungen wahrend des 
Prufzyklus auf opto- elektrischen Weg vorgenommen 
ist und der Spannungsabfall iiber der Kapazitat der 
Priifschaltung unter Verwendung eines elektroopti- 
schen Kristalls gemessen wird, 

15. .Verfahren und Schaltungsanordnung nach den An- 
spriichen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, die Schalr 
tungsanordnung teilintegriert Bestandteil einer Prii- 
feinrichtung ist. 

1 6 . Verfahren und S chaltungsanordnung nach den An- 
spiriichen 1 bis 7, und 15, dadurch gekennzeichnet, die 
Schaltungsanordnung oder Teile von dieser, z. B. der 
Differenzverstarker oder auch bestimmte Schalter in 
einer anderen als CMOS- bzw. BICMOS-Technologie, 
z. B. Bipolartechnologie ausgefuhrt sind. 

17. Verfahren > und Schaltungsanordnung nach An- 
spruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Priifeinrichtung eine Adaptervorrichtung zur Ubertra- 
gung elektrischer Signale, z. B. eine Nadelkarte ist. 

18. Verfahren und Schaltungsanordnung nach An- 
spruch 15 oder i6, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Prufeinrichtung eine Adaptervorrichtung zur Ubertra- 
gung elektrischer und optischer Signale ist, wobei ein 
Teil der zum Priifen benotigten elektrischen Signale, 
z. B. die Prufmuster auf opto-elektrischem Weg iiber in 
die zu priifenden Schaltungen, bzw. Schaltungsteile in- 
tegrierte Photoschalter generiert werden. 

19. Verfahren und Schaltungsanordnung nach An- 
spruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet daB die 
Priifeinrichtung zum beriihrungsfreien Priifen in Ver- 
bindung mit einer bereits vorgeschlagenen zentralen 
Betriebsspannungsversorgung, bei der von am Schei- 
benrand der Halbleiterscheibe positionierten Kontak- 
tierinseln zu jedem Chip Stromversorgungsleitungen 
hinfuhren, eingerichtet ist, wobei das Einpragen der 
Eingangspriifmuster und das An- und Abschalten der 
einzelnen zu priifenden Schaltungsanordnung wahrend 
des Prufzyklus auf opto-elektrischem Weg vorgenom- 
men wird und der Spannungsabfall iiber der Kapazitat 
der Priifschaltung unter Verwendung elektrooptischer 
Kristalle gemessen wird. 
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